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１．概要（Summary） 

一般的に Pt と TEOS-SiO2の密着性は良くないことが

知られており、Pt と TEOS-SiO2 との密着性の確認のた

め実験を行った。また、リフトオフによる Alパターニングに

ついての基礎評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD装置 

電子線蒸着装置 

 

【実験方法】 

①Si に成膜した Pt をパターニングし、下記の条件で Pt

上にTEOSを成膜した。成膜後、TEOS膜剥がれが無い

か顕微鏡にて観察を行った。 

成膜温度   200℃ 

膜厚      500nm 

成膜時間   3min6sec 

TEOS     25[sccm] 

O2         750[sccm] 

He         200[sccm] 

 

②ネガレジストでリソしたウェハに電子線蒸着装置でAl成

膜し，リフトオフにより Alパターン形成を行った。 

Al       300nm 

成膜温度   室温 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①TEOS成膜後の写真を Fig. 1に示す。Si上と Pt上に

TEOS-SiO2 が成膜されており、膜剥がれが無いことがわ

かる。低温度成膜で膜応力が小さいため、膜剥がれが起

きづらいと考えられる。 

 

Fig1.Phot image of TEOS-SiO2.  

 

②Al成膜後にNMPでレジスト剥離を実施した。Fig. 2に 

リフトオフした結果を示す。Al パターンが問題なく形成さ

れていることがわかる。 

 

Fig2. Phot image of Al patterns. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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